MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie
POLITEHNICA Bucuresti

Nr. 7904/1/ASSET-IXC/11.11.2026
ANUNT

Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legii nr. 199/2023 a Invatamantului Superior, cu modificirile si completrile ulterioare si ale Procedurii
de sistem privind angajarea pentru participarea la proiecte — PS-46-DIRU-02, avand 1n vedere aprobarea
cererii de finantare aferentd proiectului ,,CONCEPTIE, IMPLEMENTARE SI VALIDAREA
FIABILITATII UNOR NOI STRUCTURI DE INTEGRARE HETEROGENA PENTRU ASSET-IXC”
(ASSET-IXC)”, anunta organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada determinata, cu fractiune
de norma, program flexibil si timp inegal de lucru, a urmatoarelor posturi vacante, in cadrul proiectului

mentionat:
Pozitia Perioada
S Tarif propusa
postului ) Nr. ) -
conform Functie osturi orar Timpul de lucru (ore/lund) pentru
u .
decizici P brut incheierea
CIM!
A5 (5.6 . .
Tehflicié)l;l 75 O fractiune de norma nedeterminata, 02.12.2026
C.77. 1 tivitatea realizandu-se in regim d e
electronica leifora | 2CHVHAER rei;f:iuuorsg ITEBIAe 1 31 12.2028
(Student) P
A3(2) Cercetator 250 O fractiune de norma nedeterminata, 02.12.2026
C.135. in electronica 1 lei/ord activitatea realizdndu-se in regim de 3i ) 2 2008
aplicatd (CS 1) plata cu ora o
A3(8)_Inginer O fractiune de norma nedeterminata,
electronist 175 activitatea realizdndu-se in regim de | (2.12.2026 —
C.144. transporturi, 1 lei/ora plata cu ora 31.12.2028
telecomunicatii
O fractiune de norma nedeterminata
P 175 L . . > 1 02.12.2026 -
C.145. A3(9)_ Chimist 1 lei/ord activitatea realizandu-se in regim de 31.12.2008
plata cu ora
O fractiune de norma nedeterminata,
C.146 A3(10)  Chimist 1 activitatea realizandu-se in regim de | 02.12.2026 —
lei/ora
A3(11)_ Inginer O fractiune de norma nedeterminata,
C.147 mecanic 1 activitatea realizandu-se in regim de | 02.12.2026 —
’ ’ 175 plata cu ora 31122028
lei/ora
A3(13) Inginer 125 O fractiune de norma nedeterminata, 02.12.2026
C.149. mecanic 1 . _ | activitatea realizdndu-se in regim de o
lei/ora 31.12.2028
plata cu ora
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A3(14) Inginer de 125 O fractiune de norma nedeterminata, 02.12.2026
C.150. sistem software 1 lei/ord activitatea realizandu-se in regim de 31.12.2008
plata cu ora
A3(19.1)- fracti a terminata
o | it |y | 75| e et | s g
' lei/ora 8 31.12.2028
plata cu ora
A3(19.2)- fracti a terminata
B I I e e TR
‘ lei/ord & 31.12.2028
plata cu ora

Intervalul orar in care se poate desfasura activitatea este 06:00 — 22:00, programul de lucru

avand caracter flexibil, in functie de specificul postului, fara a se suprapune programele de lucru in cazul
cumulului. Activitatea va fi remunerata lunar, proportional cu timpul lucrat de citre angajat, pe baza
documentelor de raportare/conform procedurilor specifice ale proiectului si tindnd cont de legislatia in
vigoare si prevederile/instructiunile/ordinele etc. aplicabile proiectului.
'Perioada de angajare corespunde periodei de implementare a proiectului sau perioadei de implementare
a activitatii/subactivitatii, conform prevederilor cererii de finantare aprobate. In cazul in care este
necesara prelungirea perioadei de activitate, aceasta se va modifica prin acordul partilor in baza unui act
aditional la Contractul Individual de Munca.

A. Conditiile generale de participare la examen, conform legislatie in vigoare, sunt:
a) are cetatenia romana sau cetdtenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la
Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetitenia Confederatiei Elvetiene;

e prin exceptie de la conditia prevazuta la lit. a) pot fi angajati si cetateni strdini, cu respectarea
regimului stabilit pentru acestia prin legislatia specifica si legislatia muncii (atestatul de
recunoastere a diplomei de studii, eliberat de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a
Studiilor. Daca tara care a emis diploma de studii nu este semnatara a Conventiei de la Haga, caz
in care este necesara apostilarea diplomei, sau nu a semnat cu Romania un tratat de recunoastere
reciprocd a actelor, atunci este necesara supralegalizarea diplomei, codul COR aferent functiei
pe care se doreste angajarea trebuie s fie compatibil cu studiile cetdteanului strain, asa cum au
fost ele recunoscute de institutia competenta)

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit sau o limba de circulatie internationala (limba engleza sau
limba franceza);

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzitoare postului pentru care candideaza, atestatd pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unititile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la examen;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru sdvarsirea unei infractiuni contra securitdtii nationale,
contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra
infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila
cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit
reabilitarea;

g) nu executd o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa
functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru
sdvarsirea infractiunii sau fatd de aceasta nu s-a luat masura de sigurantd a interzicerii ocupdrii unei
functii sau a exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul
national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor
persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completare Legii nr. 76/2008 privind organizarea si
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functionarea Sistemului National de Date Genetice judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile
prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h

Actele? necesare inscrierii sunt:

a) formular de Inscriere la examen https://posturivacante.upb.ro/cercetare/, in original;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, aflat in termen
de valabilitate;

¢) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa
caz;

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atestd efectuarea unor
specializdri, precum si copiile documentelor care atestd indeplinirea conditiilor specifice ale postului
solicitate prin prezentul anunt;

e) copia carnetului de muncad, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste
vechimea in munca si In specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;,

f) *cazierul judiciar, in original, sau o declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor
penale care si-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideazi, in original. In acest caz, candidatul
declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea
informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu
eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului, anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice;

g) *certificatul de integritate comportamentald, in original, din care sa reiasa ca nu s-a comis infractiuni
prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la
persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum
si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Nationale de Date
Genetice Juridice, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii nscrisi pentru posturile din sistemului de
invatamant, sdnatate sau protectie social, precum si orice entitate publica sau private a carei activitate
presupune contactul direct cu copii, persoane 1n varstd, persoane cu dizabilititi sau alte categorii de
persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

h) *certificat medical eliberat de catre medicul specialist de medicina muncii, conform Ordinului
4.060/1.502/2024 privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea
functiilor didactice de predare sau didactice auxiliare si a modelului de certificat medical pentru
incadrarea intr-o functie didactica de predare sau didactica auxiliara din invatamdntul superior, eliberat
in baza avizului medical emis de catre medicul specialist psihiatru si a adeverintei medicale eliberate de
catre medicul de familie, in original, care sa ateste starea de sdnatate corespunzatoare, eliberat cu cel mult
6 luni anterior derularii concursului, cu mentiunea apt pentru concurs. Daca informatiile prezentate se
dovedesc a fi neconforme sau formatul documentelor nu este conform ordinului mentionat anterior,
certificatul va fi considerat nul;

1) certificatul care atestd starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati,
in situatia solicitarii de adaptare rezonabild, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotitd de
copia certificatului de Incadrare intr-un grad de handicap, emis 1n conditiile legii;

j) curriculum vitae, model comun european, datat si semnat pe fiecare pagina, in care se mentioneaza
proiectul si postul vizat de candidat.

*In cazul candidatilor care nu au cetdtenia romdnd, pentru atestarea indeplinirii conditiilor stipulate la
punctele f), g), respectiv h) este necesara completarea unei declaratii pe propria raspundere.
2 Documentele transmise trebuie sa fie traduse in limba roména sau o limba de circulatie internationald

(in limba engleza sau in limba franceza)

in situatia in care, POLITEHNICA Bucuresti intreprinde toate diligentele pentru obtinerea
extrasului de pe cazierul judiciar, respectiv a certificatului de integritate comportamentala, si la

Inginerie si t Splaiul Ind dentei 313 tor 6, Mun. . _ .upb.
nginerie si cercetare plaiul Independentei , sector un M Email: resurse.umane@upb.ro www.upb.ro

pentru viitor Bucuresti, RO 060042, Romania



https://posturivacante.upb.ro/cercetare/

eliberarea documentelor, de citre autorititile competente, se constatd incilcarea conditiilor
generale de participare la examenul de ocupare a postului, candidatul va fi exclus din cadrul
examenului in orice etapa a acestuia si/sau nu va fi incadrat pe post.

Inscrierile se fac pana la data de 16.11.2026, inclusiv, ora 15° - UTC +2 Eastern European Time (EET).

o fie la sediul Universitatii Nationale de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, Splaiul

Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, cladire Rectorat, etaj 1, camera 114, telefon
021.402.9234/9233,

e fie incarcat, in format electronic, la adresa resurse.umane@upb.ro, respectand prevederile

Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal.

Transmiterea documentelor prin posta electronica se realizeaza in format .pdf cu volum maxim de 1 MB,
documentele fiind acceptate doar in forma lizibila si sd nu existe informatii sub forma de link in corpul
e-mail-ului.

Orice document asumat in nume propriu de cétre candidat, transmis prin posta electronica (formular de
inscriere, declaratie pe propria raspundere etc.), va fi semnat utilizand semnétura electronica avansata sau
calificata.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitati poate Tnainta comisiei de examen, in
termenul prevazut pentru depunerea dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru

Nerespectarea termenului de depunere a dosarelor de examen si a formatului mentionat, dupa caz,
conduce la respingerea candidatului.

Candidatul declarat admis are obligatia de a prezenta secretarului comisiei de evaluare si selectie
originalele documentelor prezentate in copie in vedere certificarii ,,conform cu originalul”, daca acest
lucru 1i este solicitat, conform procedurilor specifice fiecarui proiect.

B. Conditiile specifice de participare la concurs pentru posturile vacante scoase la concurs,
conform specificatiei Fisei Postului sunt:

Nr. crt. Functie postruri Conditii minime obligatorii Criterii suplimentare de selectie
-student in cadrul unui program de | -minim media 7 pentru anii de studii de
licenti in  domeniul  Inginerie | licentd precedenti incheiati — 40 puncte.

A5 (5.6) electronica, telecomunicatii si
Tehnician 1 tehnologii informationale sau
L. electronica Calculatoare si Tehnologia Informatiei
(Student) - 30 puncte.
-studii medii absolvite cu diploma de
bacalaureat- 30 puncte.
- studii superioare la nivel de doctorat | - min. 20 articole stiintifice publicate in
in domeniul Electronicii- 20 puncte. reviste nationale si internationale- 20
A3(2 tat . . uncte.
A( )_Cerce.awo -grad stiintific CS I sau echivalent - 20 P
2. r in electronica 1 S L e ..
aplicata (CS T) puncte. - experienta dovedita prin participarea la
P A . . proiecte de cercetare (nationale si/sau
-vechime in munca minim 20 ani- 20 | : . .. ’ ’
internationale) (minim 5)- 20 puncte.
puncte.
A3(8) Inginer - studii superioare absolvite cu diploma | - vechime In munca: min. 5 ani in
3 electronist 1 de licenta in domeniul electronicii | domeniul electronicii aplicate — 20
' transporturi, aplicate - 30 puncte. puncte;
telecomunicatii
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-vechime in munca minim 15 ani- 30
puncte.

- experienta doveditd prin participarea la
proiecte de cercetare (nationale si/sau
internationale) (minim 1)- 20 puncte.

de licenta in domeniul Chimie - 30

- studii superioare absolvite cu diploma

- experienta doveditd prin participarea la
proiecte de cercetare (nationale si/sau

4. A3(9)_ Chimist puncte. internationale) (minim 7)- 40 puncte.
-vechime in muncd minim 5 ani- 30
puncte.
- studii superioare la nivel de doctorat | - min. 4 articole stiintifice indexate ISI-
in  Chimie/Chimie-Fizica,  Stiinte | 20 puncte
Ingineresti sau domenii fundamentale . . .. .
A3(10) conexe - 30 puncte, - m(?dla cle absplwre a studiilor superioare
5. UV - LR . . .| de licentd minimum 8.00 —10 puncte.
Chimist - studii de licentd in domeniul Chimie
sau Inginerie Chimici - 30 puncte. - participarea la scoli de vara in domeniul
Microscopiei Electronice, mimimum 1
participare — 10 puncte
- studii superioare la nivel de doctorat | - media de absolvire a studiilor superioare
in domeniul Ingineriei - 30 puncte; de licentd de minimum 8.00 — 20 puncte;
A3(11)_Inginer . . . . .
. (m e) c_anig - stu.du superioare .de licenta absolvite | _ experientd dovedita prin participarea la
' cq.dlplomg de. Inginer i.n ramura de . proiecte de cercetare (nationale si/sau
stiintd Inginerie mecanica, mecatronica internationale) (minim 1)- 20 puncte
si management — 30 puncte;
-studii superioare absolvite cu diploma | - experienta dovedita prin participarea la
de licentd in domeniul Inginerie proiecte de cercetare (nationale si/sau
A3(13) Inginer mecanica, mecatronica si management | internationale) (minim 1)- 20 puncte
mecanic - 30 puncte;
. - media de absolvire a studiilor
7. - student sau absolvent la un/al unui superioare de licentd de minimum 9.00 —
program de studii universitare in P ’ '
. . ] . 20 puncte.
domeniul Stiintelor Ingineresti,
Chimiei sau Fizicii (master sau
doctorat)— 30 puncte
- studii superioare absolvite cu - experienta dovedita prin participarea la
diploma de licenta in domeniul proiecte de cercetare (nationale si/sau
A3(14) Inginer Calculatoare si tehnologia informatiei, | internationale) (minim 1)- 20 puncte
de sistem programul de studii Ingineria
software informatiei - 30 puncte; - media de absolvire a studiilor
8. - student sau absolvent la un /al unui superioare de licenta de minimum 8.00 -
e . R 20 puncte.
program de studii universitare in
domeniul Stiintelor Ingineresti,
Chimiei sau Fizicii (master sau
doctorat)— 30 puncte
- studii absolvite cu diploma de - media anilor de liceu la disciplina
A3(19.1)- bacalaureat - 30 puncte; Fizica de minimum 7.00 — 40 puncte;
Tehnician in - student nscris sau absolvent la un/al
9. fizica unui un program de licenta in
domeniul Stiintelor Ingineresti sau
Stiinte Exacte — 30 puncte
- studii absolvite cu diploma de - media anilor de liceu la disciplina
bacalaureat - 30 puncte; Fizica de minimum 7.00 — 40 puncte;
- student 1nscris sau absolvent la un/al
10. T?}iiilc?i)-in unui un program de licentd in
fizica domeniul Stiintelor Ingineresti sau

Stiinte Exacte — 30 puncte
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C.

Concursul consti in:

1.Evaluarea dosarelor de candidaturd — pe baza grilei de evaluare care cuprinde notarea conditiilor
minime obligatorii, a criteriilor suplimentare si celor de departajare.

Se considera admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a indeplinit conditiile
minime obligatorii mentionate la punctul B.

2. Interviu (proba optionald) (prezenta fizica) — va avea loc doar 1n situatia in care, in etapa de evaluare a
dosarelor de candidatura, vor fi mai multi candidati pe aceeasi pozitie decat numarul de posturi scoase la
concurs.

Notarea probei interviu se va realiza pe baza urmatoarei grile de evaluare:

Criteriile de evaluare
a) abilitati si cunostinte impuse de functie; 35 puncte
b) capacitatea de analiza si sinteza; 25 puncte
¢) motivatia candidatului; 15 puncte
d) comportamentul in situatiile de criza; 10 puncte
e) initiativa gi creativitate. 15 puncte

*Nota- Fiecare proba de concurs poate avea maxim 100 de puncte/proba. Punctajul final se calculeaza

ca media aritmetica a punctajelor obtinute la fiecare proba.

D. Bibliografie si Tematica
Indice Functie Bibliografie Tematica
pozitie
C.77. A5 (5.6) | 1.Stuart Sutherland, Simon Davidmann, Peter Flake: Cunostinte de utilizare a limbajelor de
Tehnician | SystemVerilog for Design Second Edition programare C/C++.
electronica | 2.Orice carte/tutorial de C/C++. Cunostinte de utilizare SystemVerilog.
(Student) | 3.Michael Kerrisk: The Linux Programming Interface. | Cunostinte de utilizare Linux.
C.135. A3(2)_ 1.Brillson, L. J., “Defects at nanoscale semiconductor | -Materiale semiconductoare, dispozitive si
Cercetitqr in | interfaces: Challenges and opportunities,” Journal of | structuri de integrare eterogeni. Categorii
electronica | rrys0rjals Research, vol. 39, pp. 177-187, 2024. | de defecte in materiale si dispozitive
aplicata (CS I)

https://doi.org/10.1557/s43578-023-01229-w

2.Kim, Y.-M,, Lee, J., Jeon, D.-J., Oh, S.-E., Yeo, J.-
S., “Advanced atomic force microscopy-based
techniques for nanoscale characterization of switching
devices for emerging neuromorphic applications,”

Applied Microscopy, vol. 51, nr. 2, pp. 1-9, 2021.
https://doi.org/10.1186/s42649-021-00056-9
3.van Es, M. et al., “Chemical metrology on latent

resist images,” Micro and Nano Engineering, vol. 19,

art. 100181, 2023.
https://doi.org/10.1016/;.mne.2023.100181
4.Garcia, R., Tejedor, J. R., “Advances in

nanomechanical property mapping by atomic force
microscopy,” Nanoscale Advances, vol. 7, pp. 6286—
6302, 2025. https://doi.org/10.1039/D5SNA00702J]
5.Frazzetto, A. et al., “A look underneath the SiO»/4H-
SiC interface after N2O thermal treatments,” Beilstein
Journal of Nanotechnology, vol. 4, pp. 249-254, 2013.
https://doi.org/10.3762/bjnano.4.26

semiconductoare; defecte de suprafata,
structurale si  de interfatd; influenta
defectelor  asupra  proprietatilor i
functionarii dispozitivelor.

-Caracterizarea topografica si mecanica a
suprafetelor. Principiile microscopiei de
fortd  atomica  (AFM); evaluarea
morfologiei si topografiei suprafetelor;
caracterizarea chimica locald prin IR-

AFM; determinarea proprietatilor
mecanice la scard nanometrica.
-Caracterizarea  proprietatilor electrice

locale. Aplicarea tehnicilor C-AFM, SSRM
si SCM pentru investigarea conductivitatii,
rezistentei locale si distributiei purtatorilor
de sarcina; utilizarea EFM si KPFM pentru
analiza potentialului si a distributiilor de
sarcind la suprafata.
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https://doi.org/10.1557/s43578-023-01229-w
https://doi.org/10.1186/s42649-021-00056-9
https://doi.org/10.1016/j.mne.2023.100181
https://doi.org/10.1039/D5NA00702J
https://doi.org/10.3762/bjnano.4.26

6.Brugnolotto, E., Mezzalira, C., Conti, F., Pedron, D.,
Signorini, R., ‘“Micro-Raman for Local Strain
Evaluation of GaN LEDs and Si Chips Assembled on
Cu Substrates,” Micromachines, vol. 15, nr. 1, art. 25,
2024. https://doi.org/10.3390/mil15010025

7.Dolabella, S., Borzi, A., Dommann, A., Neels, A.,
“Lattice Strain and Defects Analysis in Nanostructured
Semiconductor Materials and Devices by High-
Resolution X-Ray Diffraction: Theoretical and
Practical Aspects,” Small Methods, vol. 6, nr. 2, art.

2100932, 2022.
https://doi.org/10.1002/smtd.202100932
8.Hristu, R., Stanciu, S. G., Tranca, D. E.,

Polychroniadis, E. K., Stanciu, G. A., “Identification of
stacking faults in silicon carbide by polarization-
resolved second harmonic generation microscopy,”
Scientific Reports, vol. 7, art. 4870, 2017.
https://doi.org/10.1038/s41598-017-05010-y

9.Krishna, D. N. G., Philip, J., “Review on surface-
characterization applications of X-ray photoelectron
spectroscopy  (XPS): Recent developments and
challenges,” Applied Surface Science Advances, vol.
12, art. 100332, 2022.
https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2022.100332

10.de la Mata, M., Molina, S. 1., “STEM Tools for
Beyond High-
Resolution Imaging,” Nanomaterials, vol. 12, nr. 3, art.
337, 2022. https://doi.org/10.3390/nano12030337
11.Wang, H., Ma, J., Yang, Y., Gong, M., Wang, Q.,
“A Review of System-in-Package Technologies:
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-Configurarea montajelor de masurare.
Contactarea probelor, conexiuni in doua si
patru fire; cablare, ecranare si gardare;
identificarea erorilor introduse de contacte,
conductoare si monta;.

-Caracteristici I-V).
Stabilirea conditiilor de polarizare si

curent—tensiune

achizitie; masurari in curent continuu si in
impulsuri; interpretarea caracteristicilor si
identificarea abaterilor de functionare.

-Masurari de capacitate si caracteristici
capacitate—tensiune ~ (C—V).  Influenta
frecventei si polarizarii; capacitati parazite,
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rezistenta serie si compensarea montajului;
interpretarea curbelor C—V ale structurilor
semiconductoare.

-Masurarea rezistentei electrice si a
rezistentei de izolatie. Rezistente mici si de
contact; rezistente mari si curenti de fugs;

influenta  temperaturii, umiditatii i
timpului de stabilizare.
-Caracterizarea electrotermica a

dispozitivelor s interconexiunilor.
Disiparea puterii si autoincalzirea; variatia
parametrilor electrici cu temperatura;
alegerea conditiilor de testare si limitarea
efectelor termice asupra masurarilor.

-Testarea  fiabilitatii  structurilor  de
integrare eterogend. Solicitdri termice si
electrice; monitorizarea continuitatii si
rezistentei interconexiunilor; compararea
rezultatelor inainte si dupa solicitare si
corelarea acestora cu defectele structurale.
-Calitatea  si datelor
experimentale. Calibrare si verificari cu
referinte;  repetabilitate,  erori si

prelucrarea

incertitudine de masurare; reprezentarea
caracteristicilor, compararea rezultatelor si
documentarea conditiilor de testare.
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-Materiale, straturi si interfete in structuri

de integrare eterogend. Compozitie
chimica, impuritati si defecte de interfata;
relatia  dintre modificarile  chimice,
proprietatile locale si comportamentul
dispozitivelor.

-Spectroscopie FTIR pentru investigarea
compozitiei si degradarii materialelor.
Identificarea  grupdrilor  functionale;
interpretarea  benzilor i compararea
spectrelor; evidentierea produsilor de
oxidare si a modificarilor retelelor
polimerice.

-Spectroscopie Raman aplicata
materialelor si structurilor
microelectronice. Interpretarea pozitiei,

intensitatii si latimii benzilor; identificarea
modificarilor structurale si a tensiunilor
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reziduale; corelarea informatiilor Raman
cu rezultatele FTIR.

-Microscopie SEM si  microanalizd
elementald EDX. Corelarea morfologiei cu
distributia elementelor; identificarea si
interpretarea liniilor caracteristice; analiza
punctuald si cartografiere elementala;
limitele identificarii si  cuantificarii
compozitiei.

-Investigarea interfetelor prin STEM-EDX.
Distributia locala a elementelor si
interpretarea  profilelor compozitionale;
influenta grosimii probei, interactiunii
electron—proba si  fondului spectral;
diferentierea variatiilor reale de artefactele
masurarii.

-Microscopie AFM pentru caracterizarea
suprafetelor. Principii si moduri de operare;
topografie, rugozitate si neomogenitati
locale; influenta sondei si a parametrilor de
scanare;  corelarea  observatiilor cu
imaginile electronice si analizele chimice.
-Cercetarea degraddrii materialelor si
interfetelor. ~ Modificari  chimice  si
morfologice induse de procesare si
solicitare; comparatii inainte si dupd
expunere; formularea si  verificarea
ipotezelor privind mecanismele de
degradare si implicatiile asupra fiabilitatii.
-Prelucrarea si validarea rezultatelor de
cercetare. Corectia fondului spectral si a
imaginilor AFM; compararea cu referinte si
literatura de specialitate; repetabilitate si
incertitudine; corelarea spectrelor,
imaginilor si hartilor elementale pentru
sustinerea concluziilor.
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2.Garcia, R. (2020). Nanomechanical mapping of soft

-Suprafete si interfete in structuri de

integrare  eterogend.  Relatia  dintre
compozitia  chimica, structura si
proprietatile locale; neomogenitati,

segregari si defecte de interfata; implicatii
asupra stabilitatii si fiabilitatii materialelor.
-Microscopie de fortd atomicd pentru

materials with the atomic force microscope: methods, | investigarea suprafetelor. Principii si
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moduri de operare; analiza topografiei,
rugozitatii si neomogenitatilor; influenta
sondei si a parametrilor de scanare asupra
rezultatelor.

-Investigarea proprietatilor locale prin
AFM. Curbe de fortd, adeziune si
cartografiere nanomecanicd; modele de
contact si interpretarea  raspunsului
mecanic; corelarea proprietatilor locale cu
neomogenitatea materialelor si
comportamentul interfetelor.

-Microscopie electronica TEM/STEM
pentru  cercetarea  materialelor  si
interfetelor. Interpretarea imaginilor si a
contrastului; investigarea structurii locale,
continuitatii  straturilor si  defectelor;
corelarea observatiilor microscopice cu
proprietatile materialelor.

-Microanaliza elementald EDX asociatd
microscopiei electronice. Interpretarea
spectrelor, hartilor si profilelor
compozitionale; identificarea
neomogenitatilor, segregarilor si
posibilelor procese de interdifuzie; limite si
artefacte de analiza.

-Difractie de raze X pentru caracterizarea
structurala. Identificarea fazelor cristaline;
interpretarea pozitiei, intensitatii si formei
maximelor de difractie; dimensiunea
cristalitelor, deformatii de retea si defecte;
corelarea rezultatelor XRD cu microscopia
electronica.

-Cercetarea formarii si evolutiei defectelor.
Compararea topografiei, proprietatilor
locale, structurii §i compozitiei inainte si
dupa procesare sau solicitare; formularea si
verificarea ipotezelor privind degradarea si
stabilitatea interfetelor.

-Prelucrarea si validarea datelor de
microscopie i difractie.  Calibrare,
repetabilitate si identificarea artefactelor;
corectia imaginilor AFM si interpretarea
critica a datelor EDX si XRD; integrarea
rezultatelor complementare pentru
sustinerea concluziilor de cercetare.

C.147. A3(11)_ 1. Quinn, G. D. (2020). NIST Recommended Practice | -Materiale si  structuri utilizate 1in
Inginer | Guide: Fractography of Ceramics and Glasses. Editia a | microelectronica si integrare eterogena.
mecanic Relatia dintre microstructurd, proprietati

mecanice i integritate  structurala,
Inginerie si cercetare Splaiul Independentei 313, sector 6, Mun. M P, daEa  www.upb.ro
pentru viitor Bucuresti, RO 060042, Romania Email: resurse.umane@upb.ro wr



https://doi.org/10.1039/D0CS00318B
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12379807/
https://arxiv.org/abs/1605.07750
https://doi.org/10.1038/s41598-020-72171-8
https://doi.org/10.1038/s41598-020-72171-8
https://doi.org/10.2478/s11534-011-0096-2
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4555346/
https://arxiv.org/abs/1610.03432
https://doi.org/10.1002/smtd.202100932
https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-022-00572-z
https://doi.org/10.1557/s43578-023-01229-w
https://doi.org/10.3390/mi15030398

III-a.  NIST  Special Publication
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.960-16¢3.
2.Evans, J. W.; Sinha, K. (2018). Applications of
fracture mechanics to quantitative accelerated life
testing of plastic encapsulated microelectronics.
Microelectronics Reliability, 80, 317-327.
https://pme.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7430522/.
3.Newbury, D. E.; Ritchie, N. W. M. (2015).
Performing elemental microanalysis with high
accuracy and high precision by scanning electron
microscopy/silicon drift detector energy-dispersive X-
ray spectrometry (SEM/SDD-EDS). Journal of
Materials Science, 50, 493-518.
https://pme.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4555346/.
4.Spurgeon, S. R.; Du, Y.; Chambers, S. A. (2017).
Measurement Error in Atomic-Scale Scanning
Transmission Electron Microscopy—Energy-Dispersive
X-Ray Spectroscopy (STEM-EDS) Mapping of a
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of Vacuum Science & Technology A, 37(3), 031401.
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6.Powell, C. J. (2020). Practical guide for inelastic
mean free paths, effective attenuation lengths, mean
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Science &  Technology A, 38(2), 023209.
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7.Dolabella, S.; Borzi, A.; Dommann, A.; Neels, A.
(2022). Lattice Strain and Defects Analysis in
Nanostructured Semiconductor Materials and Devices
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11. Lau, J. H. si colab. (2018). Reliability of Fan-
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influenta  porozitatii, incluziunilor si
defectelor de interfata asupra degradarii.

-Initierea si propagarea fisurilor. Principii
de  mecanica ruperii; investigarea
suprafetelor de rupere si identificarea
originii fisurilor; mecanisme de fisurare si
delaminare in materiale si structuri
multistrat.

-Microscopie electronica pentru cercetarea
degradarii mecanice. Investigarea prin
SEM, TEM si STEM a microstructurii,
fisurilor  si  interfetelor;  corelarea
observatiilor microscopice cu mecanismele
de deteriorare.

-Microanalizd elementald prin EDX.
Investigarea  distributiei  elementelor,
incluziunilor si  fazelor secundare;

corelarea compozitiei locale cu initierea
fisurilor si degradarea interfetelor; limite si
artefacte de analiza.

-Spectroscopie fotoelectronica de raze X —
XPS. Investigarea compozitiei si starilor

chimice ale suprafetelor; identificarea
oxiddrii §i  contamindrii;  corelarea
modificarilor chimice cu aderenta si
delaminarea.

-Difractie de raze X — XRD. Identificarea
fazelor cristaline; investigarea
deformatiilor retelei si a defectelor
structurale; interpretarea largirii liniilor de
difractie si a modificarilor structurale
asociate solicitarilor.

-Degradarea sub solicitiri mecanice si
termice. Oboseala termomecanica,
incompatibilitatea coeficientilor de dilatare
si evolutia microstructurii; mecanisme de
deteriorare a imbinarilor si structurilor de
integrare eterogena.

-Corelarea si interpretarea rezultatelor

experimentale. Integrarea investigatiilor
microscopice, elementale, chimice si
structurale pentru explicarea mecanismelor

de degradare; reprezentativitatea
observatiilor, repetabilitatea si limitele
metodelor.
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8.Casati, N.; Boldyreva, E. (2025). Powder diffraction
data beyond the pattern: a practical review. Journal of
Applied Crystallography, 58, 1085-1105.
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9.Dinnebier, R.; Scardi, P. (2021). X-ray powder
diffraction in education. Part I. Bragg peak profiles.

sensitive

eelsdb.eu.
717-724.

-Principiile microscopiei electronice de
transmisie cu baleiaj (STEM). Formarea

sondei electronice; interactiunea
electronilor cu proba; modurile de
imagistica BF, ADF si HAADF;

mecanismele de contrast si informatiile
structurale si compozitionale furnizate.

-Efectuarea  madsurdtorilor STEM  si
investigarea nanostructurii materialelor si
interfetelor.  Alegerea  regiunilor  si
parametrilor de achizitie; influenta grosimii
si orientdrii probei; identificarea defectelor
cristaline, ~ dislocatiilor, limitelor de
domeniu  si  deformatiilor  locale;
prelucrarea si interpretarea imaginilor.

-Principiile spectroscopiei de pierderi de

energie ale electronilor (EELS) si
efectuarea masuratorilor. Impristierea
inelasticd;  componentele  spectrului;

pierderile mici de energie si pragurile de
ionizare; alegerea conditiilor de achizitie;
rezolutia energetica, raportul
semnal/zgomot si influenta grosimii probei.
-Prelucrarea si interpretarea spectrelor si
hartilor EELS. Identificarea elementelor;
estimarea si scaderea fondului; principiile
cuantificarii; spectrelor  de
fine a

utilizarea

referintd; analiza  structurii
pragurilor, a starilor de oxidare si a
legaturilor chimice;
spectroscopice cu imaginile STEM. .

-Calitatea si reprezentativitatea
investigatiilor STEM-EELS. Influenta
dozei si a fluxului de electroni; deriva,
contaminarea si deteriorarea  probei;
transformarile  induse de fascicul,;

diferentierea modificarilor materialului de

corelarea hartilor

artefactele experimentale; alegerea
conditiilor pentru limitarea deteriorarii si
verificarea repetabilitatii.

-Principiile difractiei de raze X si
efectuarea masurdtorilor XRD. Legea
Bragg; pozitia si intensitatea maximelor de

difractie; factorii structurali si
experimentali care influenteaza
difractograma; alegerea conditiilor de

inregistrare; identificarea fazelor cristaline,
determinarea parametrilor de retea si
principiile rafinarii Rietveld.
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11. Scardi, P.; Ermrich, M.; Fitch, A.; Huang, E.-
W.; Jardin, R.; Kuzel, R.; Leineweber, A.; Mendoza
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843.
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McCusker, L. B.; Von Dreele, R. B.; Cox, D. E.;
Louér, D.; Scardi, P. (1999). Rietveld refinement
guidelines. Journal of Applied Crystallography, 32, 36

-Investigarea  microstructurii = si  a
deformatiilor prin analiza liniilor de
difractie. Forma si largirea maximelor;
contributia instrumentald; dimensiunea
domeniilor coerente de difractie; relatia
Scherrer; microdeformatiile si separarea
contributiilor de dimensiune si deformatie;
limitele modelelor si evaluarea calitatii
ajustarii.

-Investigarea corelativa a
compozitiei si stabilitatii materialelor prin
STEM, EELS si XRD. Complementaritatea
informatiilor locale si a celor obtinute din
ansamblul investigat; corelarea defectelor,
modificarilor de compozitie si
deformatiilor; investigarea transformarilor

structurii,

structurale sub solicitare si interpretarea
implicatiilor acestora pentru integritatea
straturilor si interfetelor.
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scanare, analiza statistica, parametrii de rugozitate si
artefactele de convolutie
https://gwyddion.net/documentation/user-guide-en/

6.Necas, D.; Valtr, M.; Klapetek, P. (2020). How
levelling and scan line corrections ruin roughness
measurement and how to prevent it. Scientific Reports,
10, 15294.
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cu varful.

-Principiile ~ spectroscopiei Raman si
aplicarea  acesteia 1n  caracterizarea
materialelor. Impristierea inelastici a
luminii; procese Stokes si anti-Stokes;
moduri vibrationale si reguli de selectie;
semnificatia pozitiei, intensitatii si latimii
benzilor Raman; influenta energiei de
excitare asupra raspunsului spectral.

-Investigarea  structurii si  defectelor
materialelor prin spectroscopie Raman.
Identificarea  benzilor  caracteristice;
evaluarea dezordinii si a defectelor;
influenta  deformatiilor, doparii  si
numarului de straturi asupra spectrelor;
utilizarea rapoartelor de intensitate si a
parametrilor benzilor; limitele cuantificarii
defectelor si ale interpretarii modificarilor
spectrale.

-Prelucrarea  si
spectrelor Raman.

analiza numericd a
Corectia  fondului,
filtrarea  si  normalizarea  datelor;
identificarea maximelor si  separarea
benzilor suprapuse; ajustarea profilurilor
spectrale; determinarea pozitiei, intensitatii
si latimii benzilor; analiza reziduurilor si
evaluarea influentei prelucrarii asupra
informatiei fizice extrase.

-Principiile si efectuarea masuratorilor de
microscopie de forta atomica. Interactiunea
varf-suprafata; caracteristicile
cantileverului si detectarea raspunsului
acestuia; sistemul de reactie; moduri statice
si dinamice de masurare; alegerea
parametrilor de scanare; influenta sondei si
a conditiilor de masurare asupra rezolutiei
si calitatii imaginilor.

-Caracterizarea cantitativa a topografiei
suprafetelor prin AFM. Analiza imaginilor
si a profilelor de inaltime; determinarea

https://pme.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8308173/ rugozitdtii,  indltimii  treptelor i
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functii de corelatie; influenta dimensiunii
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zonei investigate si a esantiondrii asupra
reprezentativitatii rezultatelor.

-Artefacte, erori si incertitudini In
masuratorile si analiza datelor AFM.
Efectele geometriei varfului, derivei si
distorsiunilor de scanare; artefacte de linie;
nivelarea si eliminarea fondului; influenta
filtrérii si a corectiilor asupra parametrilor

de rugozitate; identificarea  erorilor
sistematice  si  aprecierea  limitelor
rezultatelor.

-Dezvoltarea si  validarea metodelor
software pentru analiza datelor
experimentale. Reprezentarea si

prelucrarea numericda a spectrelor si
imaginilor; operatii cu tablouri de date;
interpolare,  filtrare si  segmentare;
extragerea descriptorilor spectroscopici si
topografici; utilizarea datelor sintetice
pentru verificarea algoritmilor; evaluarea

prelucrare.
-Organizarea si reproductibilitatea

fluxurilor de analiza utilizate In cercetare.
Pastrarea datelor primare si a metadatelor;
documentarea conditiilor experimentale si
a etapelor de prelucrare; automatizarea
analizelor; controlul versiunilor datelor si
codului; verificarea implementarilor si

documentarea  metodelor; prezentarea
rezultatelor astfel incat analizele si
concluziile sd poatd fi verificate si
reproduse.
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Datele de desfasurare a probelor de concurs:

12.11.2026 - -depunerea dosarelor de Inscriere la concurs
16.11.2026 pu u
17.11.2026 -verificarea administrativa, selectie si evaluare dosare
18.11.2026 -afisarea rezultatelor partiale (proba evaluare dosare)
19.11.2026 -depunerea contestatiilor (proba evaluare dosare)
-afisarea solutiondrii contestatiilor (proba evaluare dosare)
-programarea interviului (in cazul in care se inscriu mai multi candidati pe
20.11.2026 acelasi post)
- comunicarea rezultatelor finale (in cazul in care nu se organizeaza proba
interviu)
23.11.2026 -proba interviu (prezenta fizicd)
24.11.2026 -afisarea rezultatelor (proba interviu)
25.11.2026 -depunerea contestatiilor (proba interviu)
-solutionarea contestatiilor (proba interviu)
26.11.2026

-comunicarea rezultatelor finale
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